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	相關論文		★ 氮化鎵串接式綠光發光二極體在超高溫(200 ℃)操作的高速表現之和其內部之載子動力學	★ 32Gbit/s 低耗能 850nm InAlGaAs 應變量子井面射型雷射
	★ 具有大面積且在高靈敏度、低暗電流操作下具有頻寬增強效應的10 Gbit/sec平面式 InAlAs 累增崩潰光二極體	★ 應用串接式技術達到超高飽和電流-頻寬乘積(7500mA-GHz,75mA,100GHz)的近彈道傳輸光偵測器
	★ 應用超寬頻光子傳送混波器達到遠距分佈及調變的20Gbit/s無誤碼無線振幅偏移調變資料傳輸於W-頻帶	★ 具有同時高速資料傳輸及產生直流電功率的
砷化鎵/磷化銦鎵的雷射功率轉換器
	★ 超高速(>1Gb/s)可見光發光二極體應用於塑膠光纖通訊及內部載子動力學的研究	★ 具有超低耗能,傳輸資料量比值在850nm波段超高速(40 Gb/s)面射型雷射
	★ 超高速(~300GHz)光偵測器的製造與其在毫米波生物晶片上的應用	★ 超高速覆晶式(>300GHz)高功率(~mW)光偵測器製作與量測
	★ 具有單空間模態,低發散角,高功率的鋅擴散二維850nm面射型雷射陣列	★ 應用於850到1550 nm波長光連結且 具有高速,高效率和大面積的p-i-n光偵測器
	★ 應用於中距離(2km)至短距離光連結知單模態、高速、高輸出光功率的850nm波段面射型雷射	★ 應用在光連接具有高可靠度高速(>25Gbit/sec)  850光波段的垂直共振腔雷射
	★ 具有高可靠度/高功率輸出與直流到次兆赫茲 (≧300GHz)操作頻寬的超高速光偵測器和其覆晶式封裝設計與分析	★ 以磷化銦為基材,應用於850nm波段且具有高速(>25Gbit/sec),高效率大主動區孔徑的pin光檢測器之設計和分析
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	摘要(中)	InAs這種材料由於本身擁有超快的電子遷移率且截止頻率可以到達3.4μm，因此非常適合應用於遠紅外線波長的超高速光檢測器。然而，之前的應用都是製作於導電的InAs基板上，這樣會產生一個巨大的寄生電容，而且會限制光檢測器的速度表現。此外，在室溫操作下會有嚴重的表面態和暗電流產生。因此，在這篇論文中我們展示了一個成長在半絕緣基板(GaAs)上的InAs高速光檢測器，而且利用鋅擴散的方式來降低漏電流。在室溫和低偏壓(-0.2V)操作下，這個新穎的光檢測器3-dB頻寬可以達到20GHz，且擁有合理的暗電流密度(11A/cm2)。



	摘要(英)	InAs is an attractive material system for fabricating high-speed photodiodes in far-infrared wavelengths due to its extremely high electron mobility and a cut-off frequency as long as around 3.4μm.  However, the reported InAs PD is usually grown on the conductive InAs substrate, which should result in a significant parasitic capacitance and further limit the speed performance of PD.  In addition, the serious surface state and huge leakage current of InAs based PDs at RT operation is usually observed.  In this paper, we demonstrated a novel high-speed InAs photodiode (PD), which was grown on semi-insulating (S.I.) GaAs substrate with the Zn-diffusion guard ring to suppress the leakage current.  Such novel PD exhibits a 3-dB optical-to-electrical (O-E) bandwidth as wide as 20GHz, a reasonable dark current density (11A/cm2), under a small reverse bias voltage (-0.2V) and RT operation.
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